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Ход работы:





�Целью работы является определение времени жизни и диффузионной длины неосновных носителей,возникающих при воздействии на полупроводник излучением.Для проведения работы используется следующая схема:









































Таблица данных, полученных экспериментально
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График зависимости  напряжения от положения микрометра
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График зависимости  Ln(V/V0) от положения микрометра
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Из последнего графика находим ,что тангенс угла наклона равен tg( = -0.0066


� EMBED Equation.2  ��� ( � EMBED Equation.2  ��� ( l0 = 151.5дел = 1.52 ( 0.03мм





Далее в работе нужно определить время жизни t0 неосновных носителей,для чего по осцилограмме определяется время,за которое амплитуда напряжения уменьшается в три раза.Для трех различных расстояний от падающего излучения получили следующие результаты:60мс,70мс,65мс.Таким образом среднее значение для времени жизни равно:


� EMBED Equation.2  ���t0=(65.0(0.5)мс.
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